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温度芯片单总线两线应用

使用手册

1. 概述

温度传感芯片在单总线协议下的两线应用是指仅需要 DQ 和 GND 两根线，以窃电的方式通

过 DQ 对芯片进行供电。本手册适用于敏源传感 V2、V3、V4 版本系列数字单总线温度芯

片，各版本具体包括产品型号如下：

V2：MY18B20；

V3：MY18E20、MY1820、MY18B20Z 系列；

V4：M601、M1601、M1820、MTS01 系列。

2. 应用电路

温度芯片单总线两线应用电路图见下。

注：

（1）储能电容 C，建议不低于 100nF。
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（2）上拉电阻 R 阻值越小，支持芯片正常工作的 DQ 电压范围越宽。

（3）肖特基二极管正向压降应不高于 0.4V，其作用是：

1 防止芯片静态工作电流增加；

2 在 DQ 从高到低的时刻，防止电容 C 上的存储电荷倒流回 DQ。

3. 使用指南

3.1 供电电压

当上拉电阻 R 分别为 4.7KΩ、1KΩ和 390Ω，电容 C 为 100nF，二极管类型为肖特基二极

管，复位脉冲时长为 1500us 时，各版本温度芯片在两线单点应用时，DQ 高电压最小值设

置详见下表。为保证芯片正常工作，DQ 高电压设置不能低于表中电压值。

复位脉

冲时长

上拉

电阻

芯片版本 V4 温度芯片 V3 温度芯片 V2 温度芯片

指令类别 ROM-ID 测温 ROM-ID 测温 ROM-ID 测温

1500

us

4.7KΩ DQ

高电压

最小值

(V)

2.1 3.8 2.95 4.55 2.15 3.85

1KΩ 2.1 2.3 2.11 4.5 2.11 2.45

390Ω 2.13 2.13 2.1 4.25 2.1 2.18

注：针对两线应用，复位脉冲的长度需要根据 DQ 电压进行调整，以保证芯片有存在脉冲

响应。

3.2 元器件型号

1、肖特基二极管推荐型号：正向压降为 0.3～0.4V，1N5819WS、SD103AWS 等；
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购买链接参考：

1N5819WS：https://item.szlcsc.com/3253665.html

SD103AWS：https://item.szlcsc.com/192604.html

https://item.szlcsc.com/3253665.html
https://item.szlcsc.com/192604.html
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2、电容推荐型号：100nF±10% 16V、1uF±10% 10V、10uF±20% 10V。

购买链接参考：

100nF±10% 16V：https://item.szlcsc.com/42839.html

1uF±10% 10V：https://item.szlcsc.com/15107.html

https://item.szlcsc.com/42839.html
https://item.szlcsc.com/15107.html
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10uF±20% 10V：https://item.szlcsc.com/86888.html

https://item.szlcsc.com/86888.html
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